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0 Die Erfindung betrifft eine Zerstaubungsanlage 
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Target (2) durch ein frisches und vorgesputtertes 
Target (7) ersetzt. indem die l<onnplette Elektrode (3) 
- durch eine neue Elektrode (6) ersetzt wird. 
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Die Erfindung betrifft eine ZerstSubungsanlage 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 . 

In der Vakuum-Beschichtungstechnik werden in 
der Regel dunne Schichten eines ersten Materials 
auf ein zweites Material aufgebracht. Belspiele hier- 
fur sind Anwendungen in der Elektronik, wo Wider- 
standsschichten, Leiterbahnschichlen Oder Isolator- 
schichten etc. aufgebracht werden, oder in der 
Optik, wo Entspiegelungsschichten. Sonnenschutz- 
schichten, Kantenfilter oder Linienfilter mittels dun- 
ner Schichten hergestellt werden. Als eine beson- 
ders in der Produktion vorteilhafte Methode, diese 
Schichten herzustellen, hat sich das Sputter- oder 
Zersfaubungsverfahren erwiesen. Hierbei werden 
geladene Teilchen eines Gases oder Gasgemi- 
sches durch ein elektrisches Feld auf ein aus dem 
Beschichtungsmaterial oder einer Komponente des 
Beschichtungsmaterlals bestehendes sogenanntes 
Target beschleunigt. Diese geladenen Teilchen 
schlagen aus dem Target Material heraus, das sich 
auf dem Substrat niederschlagt. Urn Reaktionen 
mit dem Targetmaterial zu vermeiden, verwendet 
man ubiicherweise hochreine Edelgase zur Zer- 
staubung. Das Targetmaterial kann sich durch ent- 
sprechende Wahl des Zerslaubungsgases und der 
Ubrigen Zerstaubungsbedingungen aber auch auf 
der TargetobertlSche, auf dem Weg zum Substrat 
Oder auf dem Substrat selbst mit einem reaktions- 
fahigen Gas, z. B. bei Verwendung von O2 oder N2 
zur Herstellung von Oxiden oder Nitriden, verbin- 
den. Besonders stCrend fUr eine zuverlSssige 
Schichtherstellung ist eine Verunreinigung der Tar- 
getoberflache, die Insbesondere bei reaktionsfahi- 
gen Materialien, z. B. bei Beluftung des IVIaterials 
Oder bei oberflSchenhafter "Vergiftung" des Materi- 
als durch reaktive Komponenten im Sputtergas ent- 
stehen kann. Derartige Verunreinigungen ftihren zu 
unstabilen Prozefibedingungen. Bekannt Beispiele 
hierfUr sind die Herstellung von In-Sn-Oxid oder Si- 
Nitrid. Daher werden diese Materialien in der Regel 
vor dem Herstellen der Schicht oder auch nach 
gewlssen Zeiten wShrend der Schichtherstellung 
"konditioniert", d. h. sie werden solange mit einem 
Edelgas, gegebenenfalls auch unter Beimengung 
von reduzierenden Gaskomponenten, vorgesputtert, 
bis die ProzeOparameter sich stabilisiert haben. 
Diese Vorbehandlung ist zeitaufwendig, so daC der 
ProduktionsprozeS fUr langere Zeit unterbrochen 
werden mufl. 

Es ist bereits eine Targetwechselvorrichtung 
bekannt, die eine drehbare Targetplalte mit mehre- 
ren Targets aufweist (DD 111 409). Die einzelnen 
Targets werden hierbei nacheinander in Gegenpo- 
sition zu einem Substrat gebracht. Es findet jedoch 
keine Vorbehandlung der Targets in einer besonde- 
ren Vorkammer statt. Nach dem Verbrauch eines 
Targets mufl die ganze Vorrichtung belUftet wer- 
den: 



Welterhin ist eine Sputtervorrichtung bekannt, 
mit der verschiedene Schichten aufelnem Substrat 
aufgebracht werden konnen (US-A-3 420 767). Die- 
se Vorrichtung kann jedoch nur bei speziellen 
5 Stabelektroden zum Einsatz kommen. AuCerdem 
ist beim Austausch eines verbrauchten Targets 
eine Vakuumunterbrechung erforderlich. 

Bei einer anderen Targetwechselvorrichtung 
werden mehrere Targets durch ein Target-Karussell 
^o gedreht und nacheinander gegeniiber einem Sub- 
strat positioniert (US-A-3 853 740). Eine Vorbe- 
handlung von Targets vor ihrem Einsatz als Ar- 
beitstargets findet hierbei nicht statt. 

Um eine Mehrkotnponentenschicht herzustel- 
rs len, ist es bekannt, mehrere kubische Oder paralle- 
lepipedformige Targets auf einer Platte anzuordnen 
und nacheinander zu einem Substrat zu ftihren 
(Japan 1-290767 (A)). Ein NachrUsten von Targets 
ist hierbei ebenfalls nur nach dem Beluften der 
20 ganzen Ahlage mOglich. 

Bei einer weiteren bekannten Aniage fur die 
Herstellung von optischen Mehrschicht-Fllmen wird 
eine Vorkonditionierung - die als solche bekannt ist. 
vgl. John L. Vossen, Werner Kern: Thin Film Pro- 
as cesses. Academic Press, 1978, S. 41 bis 42 - von 
keramischen Materialien vorgenommen, damit die- 
se Materialien gesSubert werden (US-A-4 142 958). 
Verschiedene Kammern, in denen die Targets 
nacheinander eingebracht werden, sind hierbei je- 
30 doch nicht vorgesehen. 

Eine weitere Drehvorrichtung, mit der mehrere 
Targets nacheinander in eine Position gebracht 
werden konnen, die einem Substrat gegeniiberliegt 
ist aus der japanischen. Patentschrift 63-42 368 
35 bekannt. Aber auch bei dieser Vorrichtung findet 
keine Prakonditionierung von Targets statt. 

Es ist ferner eine Vorrichtung fur die Oberfla- 
chenbeschichtung bekannt, bei der mehrere 
Teilchen-Emissionsquellen mit einem Trager ver- 
40 bunden sind, der geradlinig oder im Kreis herum 
bewegt werden kann (US-A-3 61 6 451 = CH-A-501 
063). Auch flir diese Vorrichtung gilt, da/! sie zur 
Aufnahme neuer Targels beiOftet werden mufl. 
Des weiteren ist eine Targetaustauschvorrich- 
45 tung bekannt, die zwei verschiedene Kammern auf- 
weist (US-A-3 756 939). In der einen Kammer 
befindet sich ein Substrat, dem ein Arbeitstarget 
gegenuberliegt, wahrend sich in der anderen Kam- 
mer Reserve-Targets befinden, von denen ein Tar- 
so get nach dem Verbrauch des Arbeltstargets an 
dessen Slelle tritt. Eine Vorkonditionierung des 
Reserve-Targets findet hierbei indessen nicht statt. 

SchlieClich ist auch noch eine Sputtervorrich- 
tung mit einem VakuumgefaC vorgeschlagen wor- 
ss den, in dem ein Substralhaller angeordnel ist, wo- 
bei ein Target einem Substrathalter gegeniibersteht 
(DE-A-4 037 580). In derjenigen OberflSche des 
Vakuumgefafles, die dem Substrathalter gegen- 
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uberliegt, ist eine Offnung vorhanden. AuCerdem 
liegt das VakuumgefaC benachbart zu einer Target- 
wechselkammer, die uber die Offnung mil dem 
VakuumgefaC in Verbindung steht, wobei die Off- 
nung durch die Targetelektrode verschlossen wird. 
Die Targetwechselkammer wird evakuiert und wah- 
rend des Auswechselns des Targets durch eine 
Ersatzelektrode im evakulerten Zustand gehalten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Zerstaubungsanlage zu schaffen, mil welcher der 
Produktionsprozefi zum Targetwechsel Oder allge- 
mein zum Targetkonditionleren nur kurzfristig Oder 
gar nicht unterbrochen werden mufl. 

Diese Aufgabe wird gemafl den Merkmalen 
des Palentanspruchs 1 gelost. 

Der mit der Erfindung erzielte Vortell besteht 
insbesondere in der Erhohung der Verfugbarkeit 
einer Zerstaubungsanlage. Die erfindungsgemSfle 
Targetwechselvorrichtung ist auflerdenn fur alle An- 
lagentypen geeignet, z. B, fOr Batchtype-Anlagen 
Oder Load-lock-Anlagen. 

AusfOhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung dargestellt und werden im folgenden 
nMher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
erIindungsgemaCen Zerstaubungsan- 
lage mit einer Arbeitskammer, einer 
Vorkammer und einer ersten Varianten 
einer Doppelelektrode; 
Fig. 2 eine Vorkammer mil einer zweiten Va- 
rianten einer Doppelelektrode; 
Fig. 3 eine Vorkammer mit einer dritten Vari- 
anten einer Doppelelektrode; . 
Fig. 4 eine Vorkammer mit zwei durch Um- 

Klappen austauschbaren Elektroden. 
In der Fig. 1 ist eine Arbeitskammer 1 darge- 
stellt, in der sich ein Beschichtungsvorgang ab- 
splelt, bei dem Teilchen aus einem Target 2 her- 
ausgeschlagen werden, das Teil einer sogenannten 
Sputter- Oder Zerstaubungskathode 3 Ist. Die her- 
ausgeschlagenen Teilchen gelangen auf ein Sub- 
strat 4, das. sich in der Arbeitskammer befindet, 
und beschichten bzw. atzen dieses. An die Arbeits- 
kammer 1 schlieBt sich eine Vorkammer 5 an, In 
der sich eine Austauschkathode 6 mit einem Aus- 
tauschtarget 7 befindet. Sowohl be) der Arbeits- 
kammer 1 als auch bei der Vorkammer 5 handelt 
es sich urn Kammern, in denen im wesentlich die 
gleichen Bedingungen herrschen. 

Die Arbeitskammer 1 ist von der Vorkammer 5 
durch eine Wand 8 mit einer Gifnung 9 gelrennt. 
Durch diese Offnung 9 greift von der Vorkammer 5 
her das Target 2, das an der Kathode 3 befestigl 
ist, in die Arbeitskammer ein. Die Kathode 3 weist 
einen Grundkorper 10 auf, der Uber einen Isolier- 
ring 11 auf der Zwischenwand 8 aufsitzt. In der 
Kathode 3 befinden sich beispielsweise Dauerma- 
gnete 12, 13, 14 fur die Erzeugung eines Magnet- 



felds, das fiir eine Elektronen-Zyklotronen-Reso- 
nanz erforderlich ist. Die Kathode 6 ist entspre- 
chend aufgebaut und weist die Dauermagnete 15, 
16, 17 sowie einen Grundkorper 18 auf. 

5 Das Substrat 4 befindet sich auf einem TrSger 

19, der horizontal oder vertikal durch Offnungen 20, 
21 bewegt werden kann, was durch einen Doppel- 
pfeil 22 angedeutet ist. In den Offnungen 20, 21 
konnen sich besondere und in der Fig. 1 nicht 

70 dargeslellte Schleusen befinden. 

Sowohl die Arbeitskammer 1 als auch die Vor- 
kammer 5 werden aus Behaltern 23, 24 und uber 
Ventile 25, 26 mit Gas versorgt. Desgleichen liegen 
beide Kathoden 3, 6 an dem negativen AnschluB 

(5 einer Gleichspannungsquelle 27. 

Arbeitskammer 1 und Vorkammer 5 werden 
von demselben Gehause 28 umschlossen, das an 
Masse 29 liegt, wobei die Vorkammer 5 eine Tur 
30 besitzt, die in Richtung des Pfeils 31 gebffnet 

20 und geschlossen werden kann. Auf der Innenseite 
der Tur 30 befindet sich eine Anode 32. Da sie 
Uber die elektrisch leitende Turinnenseite und das 
Gehause 28 an Masse 29 liegt, ist die gegenUber 
der Kathode 6 positiv vorgespannt. 

25 Die beiden Kathoden 3 und 6 sind uber eine 

Vorrichtung miteinander verbunden, die eine relati- 
ve AnnSherung oder Entfernung der beiden Katho- 
den 3, 6 ermoglicht. Wird beispielsweise ein Hebel 
39 in Richtung eines Pfeils 33 bewegt, so nahern 

30 sich die Elektroden 3, 6 durch Heranfuhren von 
Bolzen 34, 35 an ein Zentrum 36. Durch diese 
AnnSherung Ist es mSglich, die gesamte Vorrich- 
tung mit den Elektroden 3, 6, den Bolzen 34, 35 
und dem Zentrum 36. zu drehen und die Elektrode 

35 6 an die bisherige Stelle der Elektrode 3 zu bewe- 
gen. 

Im einzelnen erfolgt der Austausch der beiden 
Kathoden 3, 6 auf folgende Weise: 1st das. Target 2 
aufgrund des Sputtervorgangs verbraucht und muB 

40 es durch ein neues Target 7 ersetzt werden, so 
werden die Kathoden 3, 6 durch Betatigen des 
Hebels 39 und gegen die Kraft von Federn 37, 38 
zusammengedruckt. Jetzt wird die gesamte Vor- 
richtung urn 180 Grad gedreht, so daJ3 die Kathode 

45 6, die zuvor mittels der Anode 32 vorgesputtert 
wurde, an die Stelle der Kathode 3 gelangt. Die 
Kathode 3 gelangt dagegen ah diejenige Stelle, an 
der sich zuvor die Kathode 6 befand. Der Sputter- 
betrieb kann also ohne grofle Verzogerung mit 

50 dem frischen Target 7 fortgesetzt werden. 

Das alte Target 2 wird entfernt, indem die Tur 
30 geoffnet und das Target 2 von der Elektrode 3 
abmontiert wird. AnschlieCend wird das verbrauchte 
Target 2 durch ein neues oder zwischengereinigtes 

55 Target ersetzt, die Tur 30 wieder geschlossen und 
das neue Target fur den Einsatz in der Arbeitskam- 
mer 1 vorbereitet. Durch die sofortige VerfOgbarkeit 
des neuen Targets nach Verbrauch des alten Tar- 
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gets kann auf eine Auflerbetriebsetzung der Sput- 
leranlage verzichtet werden. 

In der Fig. 2 isl eine weitere Ausluhrungsform 
der Erfindung dargestellt, wobei die Einzelheiten 
der Arbeitskammer 1 weggelassen wurden. Die 
Trennwand 8 zwischen Arbeitskammer 1 und Vor- 
kammer 5 ist nur andeutungsweise dargestellt. An 
einem Elektroden-Grundkorper 40 ist sin Teil 70 
mit drei Scheibenelementen 71, 72, 73 und einem 
Zapfen 74 angeflanscht. Dieser Zapfen 74 weist in 
seinem oberen Bereich zwei Nuien 75, 76 furje- 
weils einen 0-Ring und eine im Querschnitt U- 
tormige Ausnehnnung 77 auf, in der sich ein zylin- 
drisches Kugel- Oder Nadellager 78 befindel. Auf 
diesem Lager 78 ruht ein Exzenter 79, der eine 
Drehwelle 80 aufweist. Der obere Bereich des Zap- 
fens 74 ist von einer Lager- und Isolierbuchse 81 
umgeben, die von einem Fuhrungslager bzw. einer 
Lagerbuchse 82 umschlossen ist. Mit 84 ist ein 
Rohr bezeichnet, welches in die Zeichenebene hin- 
einragt und oben und unten abgedichtel aus der 
Vorsputterkammer herausgefiihrt ist. Dieses Rohr 
84 weist in seinem Innenraum 43 Atmospharen- 
druck auf. Es wirkt auCerdem als Halterung fUr die 
beiden Kathodengrundkorper 40, 49. Hierdurch be- 
dlngt kann die KUhlwasserzufuhrung und Stromzu- 
fuhrung zur Kathode im Rohr 84 und damit an der 
Atmosphare erfolgen. 

Bei den Positionen 86 und 87 handelt es sich 
um Abschirmbleche, die ein Besputtern der Axial- 
fUhrung der Kathode, d, h. des Lagerbolzens 74 
verhindern sollen. Diese Abschirmbleche 86, 87 
sind, abhangig von der Form der jeweillgen Katho- 
de, in Kastenform Oder Zylinderform um die Katho- 
de angeordnet. 

Soli das verbrauchle Target 44 gegen das un- 
verbrauchte und aufbereitete Target 55 ersetzt wer- 
den, so werden die Fuhrungen 74, 45 in Richtung 
der Pfeile 88, 89 gegeneinander verschoben. Die 
Kraft wird durch eine Teleskop-Verbindung 90, 91 
zwischen den beiden Elektroden 40, 49 aufge- 
bracht. Hierzu wird zunSchst die Exzenterwelle 80 
beispielsweise mittels eines nicht dargestellten He- 
bels in Richtung des Pfeils 92 verdreht. Der Exzen- 
ter 79, der zuvor entgegen der von der Teleskop- 
verbindung 90, 91 aufgebrachten Kraft den Abstand 
zwischen den Zyllndern 82, 85 groB gehalten hat, 
nimmt beispielsweise die mit 79' bezeichnete Posi- 
tion ein und verringert nun diesen Abstand und 
ermSglicht hierdurch ein weiteres Eindringen des 
Fuhrungslagers 74 in vertikaler Richtung in die 
Lagerbuchse 81. Ist der Abstand zwischen den 
Elektroden 40, 49 hinreichend verringert, wird die 
gesamte Anordnung mittels dem Rohr 84, an dem 
sich z. B. ein nicht dargestellter Griff befindel, um 
180' um die Exzenterwelle 80 geschwenkt, so daiS 
das Target 55 an die Stelle des verbrauchten Tar- 
gets 44 gelangt. Das verbrauchte Target 44 kann 



nun gegen ein neues Target ausgetauscht werden. 

Es finden also zwei Vorgange nacheinander 
statt. Bei dem ersten Vorgang rolll der Exzenter 79 
auf dem Walzenlager 78 ab und nimmt die gestri- 

5 chelt gezeichnete Position 79' ein. Hat er diese 
Position eingenommen, wird diegesamte Aniage 
mit den Elektroden 40, 49 durch Drehen des Rohrs 
84 um 180 Gradverschoben. Nach der 180'-Dre- 
hung wird die Welle 80 entgegen der Richtung des 

70 Pfeils 92 gedreht, so daS der alte Abstand zwi- 
schen den beiden Elektroden 40, 49 wieder herge- 
stellt ist. 

In der Fig. 3 ist eine weitere Variante der 
erfindungsgemaCen Vorrichtung dargestellt, die 

rs sich von den vorbeschriebenen Varianten dadurch 
unterscheidet, da/3 das Auslauschtarget 7 nichtum 
180 Grad, sondern nur um 90 Grad geschwenkt 
wird. Das Arbeitstarget 2, welches in die Arbeits- 
kammer 1 hineinragt, ist mit dem Grundkorper 40 

20 der Elektrode 3 gekoppelt, die Ihrerseits mit einem 
Kathodenanschlufl 100 verbunden ist, der drei Teile 
101, 102, 103 und einen Zapfen 104 aufweist, der 
von einer Lagerbuchse 105 umgeben ist. Dieser 
Zapfen 104 stofit auf einen Exzenter 106, der eine 

2S Exzenterwelle 107 aufweist, wahrend die Lager- 
buchse 105 mit einem Zylinderrohr 108 verbunden 
ist, der den Exzenter 106 umgibt. Das Ersatztarget 
7 ist mit einem Elektrodengrundkorper 49 verbun- 
den, der eine Buchse 110 und einen Zapfen 111 

30 aufweist. Dieser Zapfen 111 ist von einer Lager- 
buchse und Isolierung 112 umgeben, an die ein 
Zylinder 113 anschliefit, der von einer Spiralfeder 
114 umgeben isL Das Ende des Zapfens 111 stoflt 
an den Exzenter 106. Eine Abschirmung 115 um- 

35 faflt beide Elektroden 3, 6. Die Strebe 117 kann am 
Rohr 108 befestigt werden. Entsprechendes gilt fur 
eine Strebe 141. Beide Streben 117, 141 fuhren 
jeweils einen Bolzen 140, 143, der in seinem obe- 
ren Bereich einen Kopf 51, 52 aufweist, gegen den 

w sich eine Feder 42 bzw. 142 mit ihrem einen Ende 
abstutzt Das andere Ende der Feder 42, 142 stiilzt 
sich gegen die Streben 17, 141 ab. 

Der Vorgang, der sich beim Austausch eines 
verbrauchten Targets 2 gegen ein neues Target 7 

45 abspielt, ist foigender: Mit Hilfe einer nicht darge- 
stellten Vorrichtung wird die Exzenterwelle 107 ge- 
dreht, worauf der Exzenter 106 seine Position ver- 
laflt, in der er auf die Zapfen 104, 111 stofit. Hat 
der Exzenter 106 seine gestrichelt dargestellte Pe- 
so sition 106' erreicht. so haben sich die beiden Zap- 
fen 104, 111 einander genahert, d. h. die Targets 
2,7 befinden sich nun naher an der Exzenterwelle 
als vorher. Mit Hilfe einer nicht dargestellten Vor- 
richtung wird jetzt der Zylinder 108 um 90 Grad 

55 gedreht, so dafl das Target 7 diejenige Stelle ein- 
nimmt, die zuvor vom Target 2 eingenommen wur-' 
de. 

In der Fig. 4 ist eine weitere Variante der 
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Erfindung dargestellt, bei der nur die wesentNch- 
sten Teile gezeigt sind. 

In die Arbeitskammer 1 ragt ein Target 120, 
das mit einer zugehorigen Elektrode 122 verbun- 
den ist. Die Elektrode 122 ist Uber einen waagrech- 
ten Arm 123 und einen daran anschlieBenden. 
schrag nach unten verlaufenden Arm 124 miteinem 
Drehlager 125 verbunden, das sich in einem Lager- 
bock 126 befindet, der auf der Trennwand 8 zwi- 
schen Arbeitskammer 1 und Vorkammer 5 ange- 
ordnet ist. 

Ist das Target 120 ' verbraucht, wird die ge- 
samte Elektrode 122 mit dem Target 120 in Rich- 
tung des Pfeils 127 geschwenkt und in die Position 
gebracht, in der die Bezugszahlen mit Apostrophen 
versehen sind. In dieser Position kann eine Reser- 
veelektrode 128, deren Target 121 uber eine Ano- 
de 130 vorgesputtert ist, mittels ihrer Schwenkarme 
131, 132 in die fruhere Position der Elektrode 122 
gebracht werden. Hierzu wird die Reserveeiektrode 
128, nachdem die Anode 130 weggeklappt wurde, 
in Richtung des Pfeils 133 und urn die Diehachse 
134 bewegt. Sle nimmt nun die Position der frCihe- 
ren Elektrode 122 ein. 

Obwohl in den Zeichnungen nur eine Stromver- 
sorgung dargestellt ist, versteht es sich, da/3 fur 
mehrere Elektroden auch mehrere Stromversorgun- 
geri verwendet werden konnen. Auflerdem mUssen 
die Elektroden nicht als konkrete mechanische Vor- 
richtungen ausgeblldet sein. Wesentlich ist nur das 
elektrische Potential, das zum Beispiel auch am 
Gehause selbst aniiegen kann. 

Patentanspriiche 

1. Zerstaubungsanlage mit 

a) einer Arbeitskammer (1) mit einem ersten 
vorgegebenen Volumen, in der sich ein 
Substrat (4) befindet, das mit gesputtertem 
Material beaufschlagt wird; 

b) ein erstes Target (2), das gesputlert wird 
und das sich gegenUber dem Substrat (4) 
befindet, wobei dieses Target mit einer er- 
sten Elektrode (3) verbunden ist; 

c) eine Vorkammer (5) mit einem zweiten 
vorgegebenen Volumen, die wenigstens ein 
zweites Target (7) aufweist, wobei dieses 
Target mit einer zweiten Elektrode (6) ver- 
bunden Ist, welche dasselbe Potential wie 
die erste Elektrode (3) besltzt; 

d) eine Wand (8), welche die Arbeitskam- 
mer (1) von der Vorkammer (5) trennt; 

e) eine dritte Elektrode (32), die sich in der 
Vorkammer (5) befindet, wobei diese dritte 
Elektrode (32) dem zweiten Target (7) ge- 
genUberllegt und ein Potential besitzt, das 
sich vonn Potential der ersten und zweiten 
Elektrode (3, 6) unterscheidet; 



f) eine Einrichtung (34 bis 39. 123, 124, 
131, 132), welche das zweite Target (7) an 
die Stelle des ersten Targets (2) bringt und 
das erste Target (2) aus der Arbeitskammer 
5 (1 ) entfernt. 

2. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dai3 die erste Elektro- 
de (3) mit einem verbrauchten Target (2, 44, 
10 120) durch eine Elektrode (6, 49, 128) mit 

einem neuen Target (7, 55, 121) ersetzt wird. 
wobei das neue Target (7. 55, 121) vorgesput- 
tert ist. 

( 

15 3. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafl die ersten Elek- 
troden (3; 40) und die zweiten Elektroden (6; 
49) derart miteinander gekoppelt sind. dafl sle 
aufeinander zubewegt und um eine Drehachse 

20 (36, 80, 107) um 180* gedreht werden kfin- 

nen. 

4. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafl die ersten Elek- 

25 troden (3; 40) und die zweiten Elektroden (6; 

49) derart miteinander gekoppelt sind, dafl sle 
relativ zueinander verschoben und um eine 
Drehachse (36, 80, 1 07) um 90 • gedreht wer- 
den konnen. 

5. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafl eine Drehachse 
(36) mit Stangen (34, 35) vorgesehen ist, die 
jeweils eine Elektrode (3, 6) tragen. 

35 

6. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1," da- 
durch gekennzelchnet, dafl der Abstand zwi- 
schen den ersten Elektroden (3; 40) und den 
zweiten Elektroden (6; 49) mittels eines Exzen- 

40 lersystems (79, 106) veranderbar ist. 

7. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafl eine erste Elek- 
trode (122) mittels Schwenkarmen (123, 124) 

45 um einen ersten Drehpunkt (125) drehbar Ist, 

so daC sie aus ihrer Arbeitsposition herausbe- 
wegt werden kann und dafl eine zweite Elektro- 
de (128) mittels Schwenkarmen (131, 132) um 
einen zweiten Drehpunkt (134) drehbar ist, so 

so dafl sie aus einer Vorbereitungsposltlon in die 
Arbeitsposition gebracht werden kann. 

8. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafl die Vorkammer 

55 (5) wenigstens eine Gaszufuhrung (24, 25) und 

eine Elektrode (32) aufweist, die der Elektrode 
(6) mit dem vorzusputternden Target (7) ge- 
genUberliegt. 
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9. ZerstSubungsanlage nach Anspruch 1, da- zelektrode im evakuierlen Zustand gehalten 

durch gekennzeichnet. dai3 im Batchbetrieb wird. 
einer Vakuumanlage die ersten und zweiten . 
Elektroden (3, 6) vor der Beluflung der Prozefl- 
kammer (1) in die unter Vakuum stehende 5 
Vorkammer (5) geschwenkt oder gedreht wer- 
den. 



10. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzeichnet, daC die erste Elektro- jo 
de (3) bzw. zweite Elektrode (6) als Flansch 
zum SchlleCen der Elektrodenoffnung (9) in 

der Prozeflkammer (1) dient. 

11. Zerstaubungsanlage, gekennzeichnet durch ;5 

a) eine erste Elektrode (3) mit einem ersten 
Target (2); 

b) eine zweite Elektrode (6) mit einem zwei- 
ten Target (7); 

c) eine Vorrichtung (34 bis 39) zum AnnS- 20 
hern und Entlernen der ersten und der 
zweiten Elektrode (3, 6); 

d) eine Einrichtung zum Drehen der Vorrich- 
tung (34 bis 39) mitden Elektroden (3, 6) 

um einen vorgegebenen Winkel; zs 

e) eine erste Kammer (1) mit einem zu 
bearbeitenden Substrat (4), in welche das 
erste Target (2) hineinragt; 

f) eine zweite Kammer (5), in welcher sich 

die zweite Elektrode (6) befindet; 30 

g) eine Anode in der zweiten Kammer (5), 
die dem Target (7) der zweiten Elektrode, 
(6) gegenUberliegt. 

12. ZerstSubungsanlage nach Anspruch 11, da- 35 
durch gekennzeichnet, daB zwischen dem 
ersten Target (44) und dem zweiten Target 

(55) ein Exzenter (79) vorgesehen ist, dessen 
Drehstellung den Abstand zwischen dem er- 
sten und dem zweiten Target (44, 55) be- 40 
stimmt. 



13. ZerstSubungsanlage nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet, da£ der Exzenter 

(79) von einem Rohr (84) umgebenist, das 45 
Uber Zylinder (82, 85) mit den Targets (44, 
55) in Verbindurg steht. 

14. ZerstSubungsanlage nach Anspruch 11, da- 
durch gekennzeichnet, dafl zwischen dem so 
ersten Target (44) und dem zweiten Target 

(55) Teleskop-Verbindungen (90, 91) vorgese- 
hen sind. 

15. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 55 
durch gekennzeichnet, dafl die Vorkammer 

(5) evakuiert ist und wShrend des Auswech- 
selns einer Targetelektrode durch eine Ersat- 
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FIG.l 
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